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【57】申請專利範圍
1.　一種基板處理方法，其具有：
　　(a)對具有存在有第 1吸附位點的預定表面的基板供給第 1氣體的工程，其中，前述
第 1氣體是抑制第 2氣體吸附於前述第 1吸附位點的氣體；和
　　(b)在使得吸附到前述預定表面上的前述第 2氣體的量是自限制的條件下，對前述基
板供給前述第 2氣體的工程，
　　(a)係與(b)同時開始或在(b)之前開始，
　　前述第 1氣體比前述第 2氣體在前述預定表面上吸附更多的量，
　　前述第 1氣體，係包含第 1元素和鹵元素的氣體，
　　前述第 2氣體，係包含與前述第 1元素不同的第 2元素和鹵元素的氣體，
　　通過(a)和(b)，包含前述第 1元素和前述第 2元素的第 1層被形成於前述預定表面
上。

2.　如請求項 1所述的基板處理方法，其中，通過控制(a)中的前述第 1氣體的供給條件，由
此控制在(b)中吸附於前述預定表面上的前述第 2氣體的量。

3.　如請求項 2所述的基板處理方法，其中，(a)係在前述預定表面上吸附的前述第 1氣體的
量變得自限制，並且在前述預定表面上吸附的前述第 1氣體的量變得不飽和的條件下進
行。

4.　如請求項 1所述的基板處理方法，其中，通過控制(b)中的前述第 2氣體的供給條件，由
此控制在(b)中吸附於前述預定表面上的前述第 2氣體的量。

5.　如請求項 1所述的基板處理方法，其中，(b)係在前述第 2氣體在前述預定表面上的吸附
量未飽和的條件下進行。

6.　如請求項 1所述的基板處理方法，其中，在(b)中，前述第 2氣體被吸附到未吸附前述第
1氣體的全部前述第 1吸附位點。

7.　如請求項 1所述的基板處理方法，其中，還具有(c)在前述預定表面的至少一部分上形成
前述第 1吸附位點的工程，
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　　並且包括將在(a)和(b)之後進行(c)的第 1循環進行預定次數。
8.　如請求項 7所述的基板處理方法，其中，還包括將依次進行(a)和(c)的第 2循環進行預定
次數，

　　將前述第 1循環和前述第 2循環分別進行預定次數。
9.　如請求項 7所述的基板處理方法，其中，在(c)中，對前述基板供給第 3氣體，在前述預
定表面的至少一部分上形成前述第 1吸附位點。

10.   如請求項 9所述的基板處理方法，其中，
　　前述第 3氣體具有第 3元素，
　　在(c)中，在前述預定表面的至少一部分上形成包含前述第 3元素、且在表面上具有
前述第 1吸附位點的第 2層。

11.   如請求項 1所述的基板處理方法，其中，還具有：(d)將吸附於前述預定表面的前述第 1
氣體中的至少一部分除去的工程。

12.   如請求項 11所述的基板處理方法，其中，還具有：(e)供給具有第 4元素、且與前述第 1
氣體不同氣體的第 4氣體，在前述預定表面上形成具有前述第 2元素和前述第 4元素的
第 3層的工程。

13.   如請求項 1所述的基板處理方法，其中，在(b)中，前述第 2氣體被從前述基板的側方供
給。

14.   一種半導體裝置的製造方法，其具有：
　　(a)對具有存在有第 1吸附位點的預定表面的基板供給第 1氣體的工程，其中，前述
第 1氣體是抑制第 2氣體吸附於前述預定表面上的氣體；和
　　(b)在使得吸附到前述預定表面上的前述第 2氣體的量是自限制的條件下，對前述基
板供給前述第 2氣體的工程，
　　其中，(a)係與(b)同時開始或在(b)之前開始，
　　前述第 1氣體比前述第 2氣體在前述預定表面上吸附更多的量，
　　前述第 1氣體，係包含第 1元素和鹵元素的氣體，
　　前述第 2氣體，係包含與前述第 1元素不同的第 2元素和鹵元素的氣體，
　　通過(a)和(b)，包含前述第 1元素和前述第 2元素的第 1層被形成於前述預定表面
上。

15.   一種基板處理裝置，其具有：
　　第 1氣體供給系統，其對具有存在有第 1吸附位點的預定表面的基板供給第 1氣
體，其中，前述第 1氣體是抑制第 2氣體吸附於前述預定表面上的氣體；
　　第 2氣體供給系統，其對前述基板供給前述第 2氣體；和
　　控制部，其構成為以能夠進行下述處理的方式控制前述第 1氣體供給系統和前述第
2氣體供給系統，下述處理係具有：
　　(a)對前述基板供給前述第 1氣體的處理；和
　　(b)在使得吸附到前述預定表面上的前述第 2氣體的量是自限制的條件下，對前述基
板供給前述第 2氣體的處理，
　　其中，(a)係與(b)同時開始或在(b)之前開始，
　　使得前述第 1氣體比前述第 2氣體在前述預定表面上吸附更多的量，
　　前述第 1氣體，係包含第 1元素和鹵元素的氣體，
　　前述第 2氣體，係包含與前述第 1元素不同的第 2元素和鹵元素的氣體，
　　通過(a)和(b)，包含前述第 1元素和前述第 2元素的第 1層被形成於前述預定表面上
的處理。

(2)
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16.   一種程式，係透過電腦使基板處理裝置執行下述順序：
　　(a)對具有存在有第 1吸附位點的預定表面的基板供給第 1氣體的順序，其中，前述
第 1氣體是抑制第 2氣體吸附於前述預定表面上的氣體；和
　　(b)在使得吸附到前述預定表面上的前述第 2氣體的量是自限制的條件下，對前述基
板供給前述第 2氣體的順序，
　　其中，(a)係與(b)同時開始或在(b)之前開始，
　　使得前述第 1氣體比前述第 2氣體在前述預定表面上吸附更多的量，
　　前述第 1氣體，係包含第 1元素和鹵元素的氣體，
　　前述第 2氣體，係包含與前述第 1元素不同的第 2元素和鹵元素的氣體，
　　通過(a)和(b)，包含前述第 1元素和前述第 2元素的第 1層被形成於前述預定表面上
的順序。

圖式簡單說明

[圖 1]是在本發明的一個方式中優選使用的基板處理裝置的立式處理爐的概略構成圖，是
以縱剖面圖示出處理爐 202部分的圖。
　　[圖 2]是在本發明的一個方式中優選使用的基板處理裝置的立式處理爐的概略構成圖，是
以圖 1的 A-A線剖面圖示出處理爐 202部分的圖。
　　[圖 3]是在本發明的一個方式中優選使用的基板處理裝置的控制器 121的概略構成圖，是
用方塊圖示出控制器 121的控制系統的圖。
　　[圖 4]中的(a)～圖 4中的(c)是示出本發明的一方式中的處理順序的各步驟中形成的物質的
一例的剖面局部放大圖；圖 4中的(a)是在第 1氣體吸附於晶圓 200的表面後的晶圓 200的表
面的剖面局部放大圖；圖 4中的(b)是在第 1氣體和第 2氣體吸附於晶圓 200的表面而形成第
1層 300後的晶圓 200的表面的剖面局部放大圖；圖 4中的(c)是形成於晶圓 200的表面的第
1層 300，透過第 3氣體而被改質為第 2層 400後的晶圓 200的表面的剖面局部放大圖。
　　[圖 5]是在本發明的變形例 1中形成於晶圓 200的表面的膜的剖面局部放大圖。
　　[圖 6]中的(a)～圖 6中的(c)是示出本發明的變形例 2中的處理順序的各步驟中形成的物質
的一例的剖面局部放大圖；圖 6中的(a)是在第 1氣體和第 2氣體吸附於晶圓 200的表面而形
成第 1層 300後的晶圓 200的表面的剖面局部放大圖；圖 6中的(b)是吸附到晶圓 200的表面
上的第 1氣體和第 2氣體中的第 1氣體被除去後的晶圓 200的表面的剖面局部放大圖；圖 6
中的(c)是第 4氣體吸附到已經除去第 1氣體後的晶圓 200的表面上並且形成第 3層 600後的
晶圓 200的表面的剖面局部放大圖。
　　[圖 7]是示出使用本發明的一個方式中的處理順序形成膜的情況下，每 1循環的第 1氣體
的供給時間與膜中的第 2元素的濃度的關係的圖。
　　[圖 8]是示出使用本發明的一個方式中的處理順序形成膜的情況下，每 1循環的第 2氣體
的供給量與膜中的第 2元素的濃度的關係的圖。
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